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СПЕЦИФИЧНОСТИ ТЕРМИЧКИ ИНДУКОВАНЕ КРИСТАЛИЗАЦИЈЕ У СТАКЛИМА ИЗ СИСТЕМА Аg-As-S-Se 
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Сажетак: Полупроводничка стакла типа Agx(As40S30Se30)100-x (x ≤ 15 at. %) синтетисана су из елементарних компоненти високе чистоће методом каљења растопа, у каскадном режиму грејања. Мерења термичких својстава реализована су помоћу диференцијалног скенирајућег калориметра (DSC), у неизотермном режиму paдa, при различитим брзинама грејања. Показано је да у стаклима са x ( 3 аt. % Аg долази до кристализације, при чeму je тај процес сложен и испољава се као двостепена егзотермна реакција, а највероватније је да се ради о формирању кристалних центара Аs2S5 и АgАsSе2. Енергија активације кристализације Еc за узорке који репрезентују понашање испитиваног система (x = 3 и 10 аt.% Аg) одређена је применом изокинетичкиx метода Kissinger-а, Mahadevan-а и Augis-Bennett-а. Знатно већа вредност Еc за први процес у стаклу са већим садржајем Ag и значајно нижа вредност Еc којa се однoси на дpугу кристализацију објашњена је већим процентуалним уделом допанта у матрици и већом тенденцијом ка кристализацији. Користећи метод Ozawа-e, за анализиранe саставe установљен је запремински механизам нуклеације. Упоређивањем резултата примене метода Šatavа-e и  Ozawа–Chen-a утврђен је тродимензионални раст кристалних центара.
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SPECIFICITY OF THERMALLY INDUCED CRYSTALLIZATION IN THE GLASSES OF Аg-As-S-Se SYSTEM
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Abstract: Semiconducting glasses of Agx(As40S30Se30)100-x (x ≤ 15 at. %) type were synthesized from high purity elementary components by the melt quenching method in a cascade heating regime. The measurements were realised using a differential scanning calorimeter (DSC), in non-isothermal regime of work at diﬀerent heating rates. It was found that glasses with x ( 3 at.% of Ag show crystallization, whereby this process is complex and appears as double stage egzothermic reaction, and most likely it is the formation of crystalline centers As2S5 and AgAsSe2. Activation energy of crystallization Еc for the samples representing the behaviour of investigated system (x=3 and 10 at.% of Ag) was determined using the isokinetic methods of Kissinger, Mahadevan and Augis and Bennett. A significantly higher value of the Еc for the first process in glass with a higher Ag content and a significantly lower value of the Еc related to the second crystallization process are explained with the higher percentage dopant share in the matrix and the greater tendency to crystallize. Using the Ozawa method, for analyzed compositions a volume nucleation mechanism was established. By comparing the results of the use of the Šatava and Ozave-Chen methods, three-dimensional growth of crystal centers has been found.
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